SF 235 -
Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor fir
HF-Verstdrker und UKW-Vorstufen in Basisschaltung.

Bauform 3 E-Line
Wdarmewiderstand Rihjo < 0,5 K/mW

Grenzwerte giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich

Ucso - 40 V
Uceo 25 V
Ueso 4 V

Ic 25 mA
Piot (Da = 25°C) ( 200 mW
da -40°C...+100 °C

& | | 4125 °C

Elektrische Kennwerte (fiir 9 = 25°C - 5K)

Icso (bei Ucs = 40 V) <05 pA
Ueryceo')(bei Ic = 1 mA) =25 V
Uer)eso (bei lE = 10 pA) = 4 V

Is (bei Uce =10V, Ic = 1 mA) <35 uA
—Cizb  (beiUcB =10V, =0, f=10,7MHz) < 0,35pF

F (bei Uce =10V, Ic =1mA, < 4 dB

f = 100 MHz, Y = (5 —j 3,3) mS)
lhaib | (bei Uce = 10V, Ic = 1 mA, f=30MHz) typ. 7,2 ps
®
fy21b (bei Ucs = 10V, Ic == 1 mA) typ. 740 MHz

1) )Messung erfolgt impulsméBig



